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4-1 고체의 에너지 준위  

1.고체의 에너지  

  *금속의 자유전자 근사 모델  
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1. 고체의 에너지  

  *고체 내 전자의 에너지 준위 
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2. 고체의 주기적 에너지 준위  

  -주기적 위치에너지 

    의 근사 

 

 

 

 

   - 주기적 위치에너지 

     의 해의 범위 
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1. 고체의 에너지  
   - 브록흐(Block)의 정리 

   - 크로니히 페니(Kronig-Penney)의 모델 

   - 에너지와 파수와의 관계 곡선  
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2. 결정 중 전자의 운동  

  -진공 중 자유전자의 실효질량 :  결정 내 전자에 힘이 작용 

하면 전자의 운동에 대한 관성질량을 의미 
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2. 결정 중 전자의 운동 

  - 반도체의 주기적 포텐셜 내의 전자 

  - 전자의 에너지,  

    속도, 유효질량 
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 3. 반도체의 에너지  

  1. 원자결합에 의한 위치에너지 

    - 원자가 충분히 떨어져 있어 고립된 상태에 있는 경우  

     * 두 원자가 결합하여 나타나는 위치에너지의 합성  
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 3. 반도체의 에너지  

 - 두 개의 원자가 인접하여 존재하는 경우   

   * 원자 내 전자들은 서로 결합하여 결정 물질을 이루는 결합 
력으로 작용  

   * 인접 원자 내 전자의 위치 에너지  
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 3. 반도체의 에너지 

   * 에너지대의 구조 

   - 원자 사이의 거리가 가까워질수록 각각의 상태(state)가 두 
개의 상태로 쪼개지는데, 결합하지 않는 상태 와  결합 

상태 (bonding state)     
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 3. 반도체의 에너지 

  - 10개의 내부 전자는 특정한 원자핵에 단단히 속박되어 있 

고  4개의 최외각 전자만 서로 궤도를 공유하여 최외각 
전자만 결합여 참여   

  

     


